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Partie A, étude de FP4 : Gestion du contraste

A.l Etude de FS41 :

0 L vec=sv
Dez

¢« : Position du curseur
vee C) Lﬂ{]

VINTLU

ax at

A.1.1 Soit Ie modele équivalent de P1, déterminer ses valeurs extrémes en fonction de P1.

a.Pl Réponse :
— St alors P11
Al12 Donner I’expression de 'impédance Zcs; du condensateur C52.
| Réponse : 2C, = C;x " |

Que devient la valeur de cette impédance en régime continu? En déduire le modéle
équivalent du condensateur C52 (circuit ouvert ou fermé).

Réponse :
87 on considere que la DDP aux bornes du condensateur Cs; est continue, son impédance est
tres grande, le condensatewr Cs; sera remplacé par un circuit ouvert dans le schéma

équivalent.

A.1.3 Dessiner le schéma de la structure en remplagant P1 et C52 par leur modéle équivalent.

Réponse :

VCC
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| A.1.4 Exprimer la différence de potentiels VINTLU en fonction de Vee, o, Py, Ryg et Rag.

Réponse : En utilisant le pont diviseur de tension, on obtient :

VINTLU =Veex R
(axP+R+Ry)

A.1.5 Calculer la différence de potentiels VINTLU, avec un éclairement ambiant RLE—17SOQ
et @=0,25, (arrondir le résultat au centiéme).

Réponse :
VINTLU=3.51V

A.2 Etude de FS42 : « A.LL. considéré comme idéal »
-t

. P00
z 4 S ®

VINTLU I VLU

+ *

A.2.1 Dessiner le schéma équivalent de la structure en remplacant U26B par son modéle
équivalent et en faisant apparaitre les différences de potentiels VINTLU, VLU et €.

| Réponse : et -
£
VINTLU Ad.s VLU
oV v o

A.2.2 Exprimer VLU en fonction de VINTLU et «.

Réponse : VLU=INTLU ¢

A.2.3 Déterminer le mode de fonctionnement de U26B. En déduire la valeur de la différence
de potentiels g,

L’ ALL fonctionne en régime linéaire donc =0

A.2.4 En déduire 'expression de VLU en fonction de VINTLU.

Réponse : VLU= VINTLU

A.2,5 Donner le nom de la fonction électronique réalisée par la structure autour de U26B.

Réponse : Adaptation d’impédance ( montage suiveur)
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A3 Etude de FS43: ©“ A.LL considéré comme idéal »

[kt
& ide el
A S ®
. A
pom]
VLU L2 VPE
[Joe

44 !

A.3.1 Dessiner le schéma équivalent 4 la structure en remplagant U26C par son modéle
équivalent et en faisant apparaitre les différences de potentiels VLU, VPE®, ¢, les bornes +, -

et S.
Réponse : 0 et .
OIS &4
‘—E ———I——g;+—l—e

b (D |

3 Ade

™ o o

A.3.2 Soit U32, la DDP aux bornes de R32, exprimer U32 en fonction de VPE6, R31 et R32.

Réponse :

U?)2=T/7—"E6><—RL

31+ 32

A.3.3 Exprimer U32 en fonction de VLU et . Simplifier ’expression sachant qu’on peut
négliger &.

Réponse : UJ32=VLU ¢ comme =0  U32=VLU.

A.3.4 Déterminer P’expression de VPE6 en fonction de VLU, Rj; et Ra,.

Réponse :

R R, +R
VLU =VPE6x —2— donc ypE6=VLUx—3 32
31 + 32 32
> . . . VPE®6
A.3.5 Calculer la valeur de ’amplification en tenston gy = -="..
VLU
Réponse : _
Av= % =11
VLU
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A.3.6 Calculer la valeur du gain en tension Gv.

Réponse :

Gv=20xlog VPES
VLU

' =20xlogl,1 = 0.83dB

A.4 Synthése

A.4.1 Démontrer que expression de la différence de potentiels VPE6 en fonction de Ve, o,

R31, Rag, Rag, Py et Ryg peut se mettre sous la forme : ypE6 = Veex '}?30' % R, + Ry
- axR+R;+ R, Ry,

Réponse :
VPE6=VLUXM et VLU: WTLUY CiOI‘IC'. VPES = INTLU x R31 +‘R32
a2 32
INTLU = Vee x —— L0 donc  ppE6=yeex— Ko (R tRy
ax B +R;;+ Ry, axB+R + Ry, R,

A.4.2 On considére o = 0,25, calculer VPE6 en fonction des différentes valeurs de Rig
données dans le tableau ci-dessous (arrondir les résultats au centiéme).

VPE6 (V)

A.4.3 Tracer VPEG en fonction de I’éclairement sur le document DRA1

A.4.4 Déterminer graphiquement la valeur de 1’éclairement quand la différence de potentiels
PEG est cgale 4 4V ( laisser apparents les traits de construction ).

Réponse : 400 LUX

A.4.5 Déterminer graphiguement la valeur de la différence de potentiels VPE6 quand
Péclairement est égale 4 200 LUX ( laisser apparents les traits de construction ). :

Réponse : VPE6=3.7V
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0

DRAI Tracé de la courbe VPE 6=f(éclairement)

A Tension en Volt

10 Lux 20Lux 100 Lux

.
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Partie B, étude de FP2 : Gestion et traitement de I’information

B.1 F8.2.1 : Gestion et Traitement de P’information.

B. 1.1 Donner le repere et la référence du circuit assurant le traitement numérique.

Réponse: Ul Microcontrileur 68HC11E2.

B.1.2 Donner le repére, le nom et la valeur du composant qui permet de fournir I'herloge de
référence.

Réponse: Quartz Q1 de fréquence 8§ MHz.

B.1.3 Déterminer la valeur de la fréquence interne du microcontréleur : E Clock.

Réponse: E Clock = Fréquence Externe /4 = 2MHz.

B.1.4 Cater les 3 types de bus utilisés pour véhiculer les différentes informations.

Réponse:

Bus d'adresses, Bus de données, Bus de contrile.

B.1.5 Determiner la capacité d'adressage de ce microcontréleur en kilo octets.

_- Réponse: 2'° x 8 bits = 64Ko X 8

B.1.6 En vous servant du tableau ci-dessous, Donner le mode de fonctionnement utilisé.

hput Levels Conirot Bits in HPRID
#f Resat Mors {Latched at Rasef)
WMODB NMODA REOOT SMOoD MDA
1 i Single chip 4] 4] o
1 1 Expandad 0 0 1
a &} Bootstrap 1 1 0
& 1 Special tost 0 1 1

Réponse} Mode de fonctionnement : Mode Etendu.

B.1.7 Quelle est la particularité de ce mode de fonctionnement ?

Réponse: Ce mode de fonctionnement permet d'utiliser des périphériques externes.
perip G
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B.1.8 En vous servant du chronogramme ci-dessous, expliquer le principe de fonctionnement
de V'adressage multiplexé.

&

* Fary)
N ®

e Y )

RAY ADDRESS
HoMILTIREEXED

¥ Fi
r RERD ¥ ADORESS £ DHTA
ADIRESSIDATA :
KYITIPLEEED (i

BATA

L WHRITE

Réponse: Ce mode de fonctionnement utilise le multiplexage.

- Durant la ; période de E, PCO)— PC7 transmet les adresses AG— A7,
- Durant la seconde ; période de E, PCO — PC7 transmet les données DO} — D7,

B.1.9 Donnrer le repére et la désignation du circuit qui permet ce multiplexage (AS)

Réponse: Circuit U2 74HCS573 Octuple verrou type D 3 états.

B.1.10 Compléter le chronogramme ci-dessous en vous aidant de la documentation technique.
QOuput Enable =0

A
11 de U2
Latch Enable
>
2de U2
DO
>
19 de U2
Qo
>
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B.2 FS.2.2 : Surveillance.

B.2.1 Quelle est 1a fonction principale du circuit U3 ?

Reéponse: Ce circuit contrdle la tension d’alimentation et Pinitialisation (RAZ) du pC.

B.2.2 ATaide de 1a documentation constructeur, déterminer la durée d’une impulsion de
reset.

Réponse: _
ta=1,310"x Cy=1,3 ms Cr=Cyo= 100 nF

B.2.3 A T’aide de la documentation constructeur, donner la valeur de la tension de référence
typique U3(1).

Réponse: Vyer=2,53V

B.2.4 A "aide de 1a documentation constructeur, donner la valeur de Vir. . En déduire la
valenr de Vi

- Réponse:
Vir-=4,55V et Vir. = 4,58V : Vyp.+ Hystérésis. (30mV)

B.2.5 A Taide de la documentation constructeur, donner la valeur de Vggsy pour Vsens=15V
et Icc=1,8mA.

Réponse: Vigesiumin 2V

B.2.6 Déterminer ,a la mise sous tension , Ie temps que met Vgesin pour atteindre 2V.

La courbe universelle de charge d’un condensateur donne 0,5 x & 40% de la charge.

Réponse: ZV/5V : 40% de la charge ...

0,5t done t cparge = 0,5.R.C = 0,5.R33.C53
0,5x 4,710 x 100x 10° =235 us
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B.2.7 Compléter les chronogrammes ci-dessous.

Conditions nitiales : /Resin=0V -
1div: 0,1 ms
A sensE
\igP® —r— i e e r—— --‘-—--— e — w—\g(-"---- —7/
VIT - S R — = - --Bv/
/1
]
i
/ :
i
H >
0 : b Ems)
i i P
i 1 ] I
1
A /REST j
H
5V ;
I
‘ T
2v pat
ey
1 | >
0 > | | t {ms)
i 0,51 i i E
' : : '
A /RESET i
7 i
......... % |
1
""""" / I
é : >
0] : ) <> t.¢ms)
i T it
P
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B.3 FS.2.3 : Décodage d’ Adresses.

B.3.1 Donner I'équation de W\-R

Réponse : WA\-R= RWE

B.3.2 Compléter le tableau de sélection /CSROM ci-dessous:

EEPROM Adresse
AlS|AI4 1 AI3|ATI2 A1 |AIO A9 [ABTAT|A6|AS|A4 A3 | A2 |A1|AOJE (Hex)
27C256
Adcmin| 1 t 0} 0 0] 06 {06]lO0|0j0|l0|0|0C]]0]060!@][1] 8000
Adrmax| 1 [ 1 | 1 f v [ o bt fr et 1]|1]FEFF
. B.3.3 Donner pour la structure ci-dessous 'équation logique en S.
1 U7A
s - 1
A8
A9 = &
U4B I
A10 S— g
—
All
PR . USA
Al2 L
Al3
R
Al4
AlS5
. u7B
Réponse:
S= A5+ Al4+ A13+ A12+ A1 1+ A10+ 49 A8
B.3.4 Donner les états de S et E pour obtenir la validation de US.
Réponse: S=0etE=1
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B.3.5 A l'aide du schéma structurel, compléter le tableau ci-dessous:

S A3 A2 Al w
" USAQG) U6(3) U6(2) U6(1) Sorties U6
! 0 0 0 0 Ccsy
! 0 0 0 1 cs2\
i 0 1 0 Cs3\
B.3.6 Compléter le tableau ci-dessous: Ftat indifférent : X

CSI\ [AIS|AI41AI3 | A12{A11|AlO| A9 |AB[A7|A6|AS|A41 A3 A2 |AL|AOLE

Adr.
Base

B.3.7 Smmplifier 'équation logique en (13) de U8B : CSPAN.

A15+E+(A8+A9+Al0+Al1+Al2+A13+ Al4+ Al5)+(AB+ A9+ Al0+ All+ Al2+ Al3+ Ald+ Al3)

Réponse:

CSPAN = A15+FE+A49.410.411.412.413.414.41 544 8+X§)
= A15+E+A49.410.411.412.413 414415
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B.3.8 Compléter le tableau ci-dessous afin d'obtenir la sélection du circuit UT0.

Adresse | 415 | A14|A13| 4121411 A10| A9 | A8 | A7-40 | E| Adresse (Hex)
ICSPAN! Houte | 0 | 1 | 2 |1 11| 1| 1] 0 0 |1 7E00

Basse ) a 0 ) ] 0 g 1 I 1 01FF

B.4 FS.2.4 : Mémorisation Programme.

B.4.1 Donner le repére et la référence du circuit qui réalise la fonction FS24.

Réponse: U9 27C256 EEPROM 256k

B.4.2 Que signifie EEPROM ?

Réponse: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

'B.4.3 Donner le type d'informations stocké dans U9.

| Réponse: Programmes ou Données spécifiques

B.4.4 Quelle est la différence entre une EPROM et une EEPROM ?

Réponse: La méthode de réinitialisation. EPROM par UV, EEPROM électriguement.

B.4.5 Relever la taille du bus d'adresses et du bus de données.

Réponse: Adresse: A0-Al4 Données: DG-D7

B.4.6 Domner la capacité de cette mémoire (exprimé sous la forme ....x .... ).

Réponse: 2"°x § = 32Ko X 8

B.4.7 Compléter le tableau ci-dessous :

CSROM\ WA-R Fonction
/2 ' i LECTURE
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B.5 FS.2.7 : Verrou Lignes de Matrices.

B.5.1 Compléter le tableau ci dessous :

Désignation Symbole

Haute Impédance

Amplification

Inversion

Validation Front Montant

B.5.2 Donner le nom et la référence du composant qui contribue 4 la réalisation de Ia fonction.

Réponse: (8) Bascule(s) D / 74HC574 . U12

B.5.3 Donner le nom, le numéro et le niveau actif de la broche qui permet la validation du
circuit. .

Réponse: Broche 1 : EN : 0

B.5.4 Déterminer le nom et le réle de la broche 11 de U12:

Réponse:
Broche active sur front montant de verrouillage des données D vers les sorties Q

B.6 ¥8.2.9 : Sélection Multi-Panneanx.

B.6.1 Citer le nom et la référence du circuit qui contribue & ia réalisation de la fonction.

Réponse: (8) Drivers de ligne avec tampons a sorties 3 états / 74HCS541

B.6.2 Compléter la table de fonctionnement ci-dessous :
* O: Ouvert F: Fermé

CS3\ | ADO-7
w O e [060]60]G]00 | Hue
0] 0 0 0 o 0 0 F I Z
SW1 *
F F F F F F F 0 0 0
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Partie C, étude de FP1 : Affichage des messages

C.1 FS 15: Visualisation

Soit le caractére affiché suivant ;

L1 ® © @ © @
O O ®@ O O
O O @ O O
O O ® O O
O O @ O O
O O ® O O
L7 O O @ O O
C11 C15

C.1.1 En vous référant au caractere donné, colorier, sur le schéma structurel suivant, les DELs

L3

k:

L32

ki

L33

3

L34

1

qui doivent &tre allumées.
vee R3O
11 RI5 A L6 L11 L16 L21 L26
o
vee F ['HL J"H‘L J—H‘L [‘H‘L J—B‘IL
1 R14 = L7 112 L17 122 L27
—
Al L | J_sz_ ! | 1
vee 1 R28
Ri3 ‘=D3 T3 L3 L8 L13 L18 123 28 |
I S s S
o nrEA P P Y PR
VCC
R12 ‘D4 T4 L4 L9 L14 L19 L24 L29
CH e
- Al [_HZL I_HZL I_HL r{;}L l_.HZL
VCC R26
R Ships 1T LS L10 L158 L20 L25 £30
= Ol A1 I—H‘L I—HL

L35

b

i
i

il

L1123 14 L5L6 L7
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C.1.2 Compléter le tableau suivant afin d’afficher le caractére précédemment cité.

PO2 PO1 POO C15 Ci4 C13 C12 C11
Ll1=«0» H 0 0 0 0 0 0 0
L2=«0» 0 0 -1 H i 6 i 1
I13=«0» it 1 0 1 1 H i H
I4=«0» g i 1 H 1 ] i i
Li=«0» 1 0 ] 3 1 g i 1
L6=«0» H H 1 1 1 O 1 1
L7=«0» 1 1 i 1 1 ¢ 1 1
C.2 FS 14 : Interfagage
VCC
vzl /N o1 VR30
2.3

C.2.1 Compléter le tableau suivant en indiquant I’état de D1(bloquée ou passante), I’état de
T1(bloque ou saturé), la valeur de IC et 1’état de la DEL L1( allumée ou éteinte).

C11 L1 D1 Tl IC(mA) DELLI1

0 0 Passante Saturé 70 Allumée

0 1 Bloguée Bloqué 0 Etelnte

1 0 Bloquée Bloqué 0 Eteinte

1 1 Bloquée Bloqué 0 Etente
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C.2.2 Rappeler 'expression de Ic en fonction de Ib et B (nommé également hfe) , puis

Pexpression de Ie en fonction de Ib et Ic.

Réponse : Ie=p.Ib
le=Ic+1b

C.2.3 Ecrire 'expression de Vz en fonction de R30, Vbe et Ie.

Réponse : Loi des mailles: Vz=VR30- Vbe

Vz=R30.Ie- Vbe

C.2.4 Sachant que le = % e Ic, Exprimer Vz en fonction de R30, Vbe, § et Ic.

Reéponse : Vz = R3O-Ico(1—;£l—Vbe

C.2.5 Rechercher dans la documentation constructeur de T1 la valeur de P (prendre Ptypique &

Ic =100 mA).

Réponse : B =160

C.2.6 Exprimer Ic en fonction de R30, Vz Vbe et B. (utiliser I’expression trquvéé ala question

2.4).

_ Vz+Vbe. B
T OR30 (1+7)

Réponse : Ic

C.2.7) Calculer la valeur de IC (arrondir le résultat au nombre entier).

_(23-0,6) 160
2,4 161

Réponse : I ~ T0m4
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